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Aufgabe 10.1

Die Messung an einer Diode hat die nachfolgende Strom-Spannungs-Beziehung ergeben. Entwickeln
Sie dafiir ein Spice-Modell durch Wahl geeigneter Parameterwerte fiir Is, N, Ikf und Rs durch
“intelligentes Probieren” und ergénzen Sie in der untersten Zeile der Tabelle unten die Werte, die
sich mit den von ihnen gefundenen Modellparametern ergeben. 5P
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Hinweise: Der Rekombinationsstrom sei null (Isg = 0). Fiir kleine Strome bis 1mA ist der
Einfluss des Bahnwiderstands und des Hochstromeffekts vernachlassigbar. N beschreibt hier den
logarithmischen Anstieg und Is die Verschiebung. Der Parameter zur Beschreibung des Ubergangs
zum Hochstromeffekt Ikf ist etwa der Strom, bei dem sich der Anstieg in der halblogarithmischen
Darstellung verdoppelt. (Abschétzbar mit zwei Tangenten an der Kuve.) Fiir groe Strome kommt
zu dem Spannungsabfall iiber dem pn-Ubergang, der logarithmisch mit dem Strom zunimmt, ein
Spannungsabfall iiber dem Bahnwiderstand Rs hinzu, der linear mit dem Strom zunimmt. Eine
lineare Zunahme ist in der halblogarithmischen Darstellung eine e-Funktion.



